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n 1.背景介绍
l 1.1微通道板
l 1.2原子层沉积技术
l 1.3原子层沉积型微通道板
l 1.4中子敏感型微通道板

n 2.研究基础
l 2.1电导层
l 2.2发射层

n 3.研究成果
l 3.1中子敏感层











原子层沉积技术（ALD）是一种前驱体气体和反应气体速率可控的交替进入基
底，在其表面发生物理和化学吸附或表面饱和反应，将物质以单原子膜的形式
一层一层沉积在基底表面的技术。基于自限制反应，原子层沉积技术可以生产
出连续的无针孔薄膜，具有出色的台阶覆盖率，并且可以控制原子级膜的厚度
和组成。

ALD技术发明人：
Tuomo Suntola
托莫·桑托拉
（2018年技术界诺贝
尔奖—千禧年技术奖
获得者）

























2.2发射层

2.1电导层

















感谢各位老师、同学，
报告结束！


